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@ Haibleiter-Strahlungsdetektor mit warmegedammter Aufhangung 

Strahlungsdetektor, dessen eigentliches Detektorele- FIG 1 

ment (2) aus Halbleitermaterial ursprunglich ein Teilbereich 
des Substrates (10) war, an dem dieses Detektorelement (2) 
nur noch mittels eines Oxidfilmes (4) gehaltert ist. 
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Patentanspriiche : 

'f.: Halbleiter-Strahlungsdetektor mit einer Halbleiter- 
"diode (1), die mittels einer Aufhangung gehaltert ist, 
gekennzeichnet dadurch , 
dafl die Halbleiterdiode (1) einen Halbleiterkorper (2) 
besitzt, der mittels eines Oxidfilms (4) innerhalb eines 
Substrates (10) gehaltert ist, ohne dafl zwischen dem Halb- 
leiterkorper (2) der Diode (1) und dem Substrat (10) eine 
mechanische Verbindung aus Material dieses Substrates (10) 
und dem Material des Halbleiterkbrpers (2) besteht, und 
daO das Substrat (10) und der Halbleiterkorper (2) aus dem- 
selben Halbleitermaterial bestehen. 

2. Strahlungsdetektor nach Anspruch ^, gekenn- 
zeichnet dadurch, daB die eine Elektrode eine ganz- 
flachige, dunne Metallisierungsschicht ist, die sich uber 
wenigstens einen Anteil des Substrates (10), uber die eine 
Flache des Halbleiterkorpers (2) und liber denjenigen An- 
teil des Oxidfilms -K^) erstreckt, der sich zwischen dem 
Halbleiterkorper (2) und dem Substrat (10) bef indet • 

3. Strahlungsdetektor nach Anspruch 1 oder 2, gekenn- 
zeichnet dadurch, da6 der Halbleiterkorper (2) eine 
Mesa-Struktur innerhalb des Substrates (10) ist. 

4. Verfahren zur Herstellung eines Strahlungsdetektors 
nach einem der Anspriiche 1 bis 3, gekennzeich- 
net dadurch, daO 

zunachst ein Substrat (10) aus Halbleitermaterial von der 
einen Subs tratf lache her derart geatzt wird, daQ ein Halb- 
leiterkorper (2) als Mesa-Struktur innerhalb des Substrates 
(10) entsteht, 

dafl die Oberflache dieses Halbleiterkorpers (2) mit Mesa- 
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struktur mit einem Oxidfilm (4) versehen ist, der sich 
wenigstens zu einem Anteil auf die Oberflache des stehenge- 
bliebenen Substrates (10) erstreckt, 

daO dann das Substrat (10) von der gegeniiberliegenden Seite 
5 desselben bis auf den zuvor auf gebrachten Oxidfilm (4) im 
Bereich des Halbleiterkbrpers (2) derart abgeatzt wird, dafl 
der noch am Oxidfilm (4) anhaftende Halbleiterkorper (2) 
stehenbleibt , 

dafl dann die zuletzt geatzte Oberflache mit einer fletalli- 
10 sierung (7) als Gegenelektr ode versehen wird und 

daB die Vorderseite des Halbleiterk.orpers (2) in an sich 
bekannter Weise mit einem elektrischen Kontakt (3) versehen 
wird, 
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5 Halbleiter-Strahlungsdetektor mit v/armegedammter Auf- 
hanqunq > 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen Halblei- 
ter-Strahlungsdetektor, wie er im Oberbegriff des Patent- 
10 anspruchs 1 angegeben ist* 

Bekannt ist es, eine Halbleiterdiode mit entsprechender 
Ausgestaltung als Strahlungsdetektor fur insbesondere Infra- 
rot-Strahlung zu verv;enden« Als Halbleitermaterial kommt 
15. insbesondere Silizium in Frage. Da sich die temper aturemp- 
findliche Wirkung einer solchen Diode auf einen an sich re- 
lativ kleinen Volunienbereich einer solchen Diode beschrankt/ 
vjird angestrebt, eine solche Diode so aufzubauen, daB sie 
moglichst kleine Warmekapazitat besitzt. 

20 

Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Aufbau 
fur eine als Halbleiter-Strahlungsdetektor zu verwendende 
Halbleiterdiode anzugeben, die hohe Temperaturempf indlich- 
. keit besitzt und nach Art eines Bolometers verv/endet werden 
25 kann, 

Diese Aufgabe wird mit einem Halbleiter-Strahlungsdetektor 
gelost, der die tierkmale des Patentanspruchs 1 aufweist. 

30 Der Erfindung liegt die Uberlegung zugrunde, daB die als 
Strahlungsdetektor zu verv/endende erf indungsgemaBe Halb- 
leiterdiode (nicht nur) geringe Warmekapazitat haben darf,. 
sondern daB sie auBerdem auch so - z.B. in einer grofleren 
Schaltung, z.B, einer integrierten Schaltung - konstruktiv 
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aufgebaut werden mufl, daB sie mit warmegedammten Halte- 
rungen konstruktiv befestigt ist. 

Weitere Erlauterungen der Erfindung werden anhand dec Be- 
schreibung zu den beigfugten Figuren erlautert. Es zei- 
gen : 



Fig.1 eine geschnittene SeitendarsteLlung eines erfindungs- 
gemafien Strahlungsdetektors und 

Fig. 2 ein FlieBbild zum Herstellungsverf ahren • 

Mit 1 ist in Fig.l die eigentliche Halbleiterdiode des er- 
f indungsgemaBen Strahlungsdetektors bezeichnet* Sie besteht 
aus einem Halbleiterkorper 2 aus z*B. Siiizium, Mit 3 ist 
ein elektrischer Kontakt bezeichnet, der sich auf der einen 
Oberflache des Korpers 2 befindet. Durch eine in dem Oxid- 
film 4 befindliche lochartige Offnung hindurch besteht elek- 
trische Verbindung zwischen dem Kontakt 3 und dem Halblei- 
terkorper 2. Mit 5 ist eine elektrische Leiterbahn bezeich- 
net, z^B, aus Gold, Polysilizium oder anderem an sich hier- 
fur bekanntermaBen verwendeten Material. Diese Leiterbahn 
verbindet den Kontakt 3 mit dem z.B, angebondeten AnschluB 
6. Mit 7 ist der als Gegenelektrode dienende Kontakt be- 
zeichnet, der auf der gegeniiberliegenden Seite des Halblei- 
terkorpers 2 an diesem anliegt. Vorzugsweise ist dieser 
Kontakt 7 eine ganzflachige Metallbeschichtung . Dieser Kon- 
takt 7 kann z.B. der Masse-AnschluB einer gesamten inte- 
grierten Schaltung sein, in der die Diode 1 ein Anteil ist. 
Mit 8 ist auf einen elektrischen AnschluB f iir diesen Kontakt 
7 hingewiesen. 

Mit 10 ist der nur teilweise dargestellte Kbrper eines Sub- 
strates, z.B. des Substratkorpers der gesamten integrierten 
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Schaltung, bezeichnet. Die Diode 1 befindet sich - wie aus 
der Figur ersichtlich - in einem Innenbereich dieses Sub- 
strates 10, wobei dieser Bereich fur die Aufnahme der Diode 
1 z.B. kreisfbrmig oder ahnlich gestaltet ist. Es kann aber 
auch Vorteilhaft sein^ unter Anwendung einer Epitaxie die 
Diode auf dem Substrat aufzubauen.^ 



Woch weitere Eriauterungen der Erfindung gehen aus der 
nachf olgenden Beschreibung eines fur die Erfindung geeig- 
neten Herstellungsverf ahrens hervor. 

Man geht zunachst von einem Substrat 10 aus Halbleiterma- 
terial aus, das gleichma(3ige Dicke hat* Hit Hilfe fotoli- 
thograf ischer Atztechnologie v/ird von der in der Figur obe- 
ren Seite her eine beispiel sweise ringfbrmige Vertiefung 
in das Substrat 10 hereingeatzt , in deren Zentrum diejenige 
Erhebung ( Mesa-S truk tur ) aus Halbleitermaterial stehen- 
bleibt, die dem oben beschriebenen Kbrper 2 entspricht. 
Auf die (in der Fig.1 obere) Oberflache des Substrates wird 
dann ganzflachig der Oxidfilm 4 aus z.B. Siliziumdioxid auf- 
gebracht bzw. in dieser Flache erzeugt. Die Erzeugung des 
Oxidfilms kann durch Abscheidung (Pyrolyse/ Aufsputtern Oder 
dergleichen) bewirkt oder durch therraische Oxidation erfolgt 
sein* Die Dicke h dieses Oxidfilms 4 wird z.B. zwischen 0,1 
und 1,0 iim, insbesondere mit 0,5 lira, bemessen. Wie ersicht- 
lich, erstreckt sich dieser Oxidfilm sowohl liber das Plate- 
rial des Substrates 10 als auch uber den aus dem Substrat 10 
hervorgegangenen Korper 2. 

AnschlieBend wird die Ruckseite, d.h. die in der Fig.l un- 
tere Seite des Substrates 10, einer Atzbehandlung unterwor- 
f en . Es wird der aus der Fig.1 ersichtliche Raumbereich 11 
aus dem Substrat 10 herausgeatzt . Dabei wird der Oxidfilm 4 
als Atzstop verwendet. Als Atzraittel wird in an sich be- 
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kannter Weise eine entsprechende , fiir das Atzen des Halb- 
leitermaterials und fur das Michtatzen des Oxidfilms ge- 
eignete Atze benutzt. 

Das voranstehend beschriebene Atzea des Substrates 10 von 
der Ruckseite fuhrt dazu, daB der Halbleiterkorper 2 nur 
noch von dem Oxidfilm gehalten ist. Die mit 7 bezeichnete 
metallische Beschichtung v/ird abschlieSend aufgebracht. 

Die metallische Beschichtung 7 ist bekanntermaflen sehr diinn 
und hat entsprechend geringe laterale Uarmeleitungseigen- 
schaft. Eine weitere Verminderung der Warmeleitungseigen- 
schaft der Schicht 7 kann dadurch erreicht werden, daB im 
ringf ormigen Bereich zwischen dem Substrat 10 und dem Halb- 
leiterkorper 2 nur einzelne Netallstege die notwendige elek- 
trische Verbindung bilden. 

Die eigentliche Halterung des Halbleiterkorpers 2 innerhalb 
des Substrates 10 bewirkt der Oxidfilm 4. .Dieser hat - ab- 
gesehen von elektrischer Isolationseigenschaf t - ebenfalls 
nur relativ geringe spezifische Warmeleitf ahigkeit , so daO 
der Halbleiterkorper 2 innerhalb des Substrates 10 mit opti- 
mal geringem Warmekontakt / jedoch mechanisch fest mit dem 
Substrat 10 verbunden ist. 

Nit 20 ist auf Moglichkeiten der Einstrahlung zu detektie- 
render Strahlung hingewiesen. 

Da der erf indungsgemaOe Detektor aufgrund seines inneren 
Aufbaues, d.h. als Halblei terstruktur , im wesentlichen ein 
Temperatursensor ist^ wird zur Umsetzung der einges trahlten 
Inte'nsitat in ein aquivalentes elektrisches Signal in erster 
Linie der thermische Effekt der Strahlung genutzt, Gegebe- 
nenfalls wird zusatzlich auch - z.B. fiir Silizium fiir Wel- 
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lenlangen kleiner 1,2 pro - ein aufierdem vorhandener opti- 
scher Quantenef f ekt ausgenutzt. Uesentlich ist die durch 
die auf den Detektor auffallende Strahlung erzeugte Tempera- 
turerhohung, Es kann dabei sogar of f enbleiben , ob die 
Strahlung tatsachlich in das Halbleitermaterial eindringt. 
Wichtig ist, daB die Strahlung nicht zu stark reflektiert, 
sonderh daB sie absorbiert wird und somit eine Temperatur- 
erhohung des Detektors bewirkt. Urn diese Temperaturerhb- 
hung maximal zu machen, wird die mit 20' bezeichnete Art der 
Einstrahlung bevorzugt, wobei die Beschichtung 7 zum weite- 
ren Vorteil so gewahlt wird, daB in dieser eine moglichst 
hohe, nahezu wellenl angenunabhangige Absorption erreicht 
wird. Beispielsweise laflt sich dies dadurch erreichen, daB 
fur die fur den Kontakt 7 vorgesehene Metallisierungsbe- 
schichtung Aluminium verwendet wird und darauf liegend eine 
weitere Schicht 17 aus absorbierendera Material, z.B. soge- 
nanntem schwarzen Gold (siehe "Influence of black coding on 
pyroelectric detectors", W,A. Blevin & Jong, "Applied 
Optics", Mai 1974, Vol.13, Mo. 5, S.1171 ff.) vorgesehen ist. 

Wenn ein bereits oben erwahnter optischer Quantenef f ekt fiir 
einen erf indungsgemaflen Detektor eine wesentliche Rolle 
spielt, konnen z.B. Einstrahl ungen 20" von Vorteil sein. 
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